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Аннотация

Целью работы являлось экспериментальное изучение нелокального

магнетосопротивления полупроводниковой микроструктуры с двумерным

электронным газом и наблюдение его особенностей, обусловленных

магнитной фокусировкой. Измерения проводились методом синхронного

детектирования при низкой температуре. Измерялась зависимость

нелокального сопротивления образца от величины поперечного магнитного

поля. На графике наблюдается ярко выраженный пик, соответствующий

условию фокусировки.

Измерена температурная зависимость нелокального

магнетосопротивления, проведён анализ формы и положения наблюдаемых

экспериментально фокусировочных пиков, рассмотрены физические

механизмы, лежащие в основе эффекта.

Работа позволила познакомиться с низкотемпературными

электрофизическими измерениями, методом синхронного детектирования

малых сильно зашумленных сигналов и двумерными полупроводниковыми

структурами.
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